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(57) 요 약

본 발명은 드라이버집적회로칩의 높은 방열효과를 얻을 수 있고 리드깨짐을 방지할 수 있는 칩온필름형 반도체

패키지를 제공하기 위한 것으로, 본 발명의 칩온필름형 반도체 패키지는 필름; 상기 필름 상에 형성된 복수개의

리드; 상기 리드들의 끝단 상에 접착되는 칩; 상기 칩과 리드들 사이의 공간을 매립하는 언더필층 및 상기 필름

의 하부면 상에 부착된 그라파이드계 방열층을 포함한다. 상기 그라파이트계 방열층은 두께를 140㎛ 이하의 초박

형으로 형성할 수 있다. 아울러, 상기 방열층은 그라파이트를 적용함으로써 유연성 및 인장력(Tensile force)이

뛰어나 플렉서블 형태의 제품군에 보다 폭넓은 적용이 가능하다.

대 표 도 - 도2
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특허청구의 범위

청구항 1 

필름;

상기 필름의 일면부에 형성된 복수개의 리드;

상기 리드들의 끝단 상에 접착되는 칩;

상기 칩과 리드들 사이의 공간을 매립하는 언더필층; 및

상기 필름의 이면부에 부착된 방열층;

를 포함하며, 

상기 방열층은 그라파이트 재료층, 상기 재료층이 외부로 노출출되지 않도록 그라파이트 재료층의 일측면에 형

성되는 보호층 및 방열층을 상기 필름의 이면부에 부착시키는 역할을 하는 접착층을 포함하는 것인 칩온필름형

반도체 패키지.

청구항 2 

제1항에 있어서, 

상기 그라파이트 재료층은 그라파이트 필름을 포함하며, 여기에서 상기 그라파이트 필름은 고분자 필름 및 탄소

화된 고분자 필름을 그라파이트화 하여 얻어지는 것을 특징으로 하는 것인, 칩온필름형 반도체 패키지.

청구항 3 

제2항에 있어서, 

상기 고분자 필름은 폴리이미드인 것을 특징으로 하는 것인, 칩온필름형 반도체 패키지.

청구항 4 

제2항에 있어서, 

상기  그라파이트 필름은 그라파이트 박막이 여러 겹 적층된 다층 구조인 것을 특징으로 하는 것인, 칩온필름형

반도체 패키지.

청구항 5 

제4항에 있어서,

상기 그라파이트 필름은 상기 그라파이트 박막이 100 내지 300층이 적층되어 있는 다층 구조인 것을 특징으로

하는 것인, 칩온필름형 반도체 패키지.

청구항 6 

제1항 내지 제5항 중 어느 한 항에 있어서, 

상기 그라파이트 재료층의 두께는 20㎛ 내지 60㎛인 것을 특징으로 하는 것인, 칩온필름형 반도체 패키지.
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청구항 7 

제1항에 있어서,

상기 보호층은 절연성이 있는 것을 특징으로 하는 것인, 칩온 필름형 반도체 패키지

청구항 8 

제1항 또는 제7항에 있어서, 

상기 보호층은 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리부틸렌 테레프탈레이트, 폴리트리메틸렌테레프탈레이트, 폴리사

이클로헥실렌 테레프탈레이트 및 폴리에틸렌 나프탈레이트으로 이루어진 그룹에서 선택되는 하나 이상을 포함하

는 것인, 칩온필름형 반도체 패키지.

청구항 9 

제1항 또는 제7항에 있어서, 

상기 보호층의 두께는 10㎛ 내지 40㎛인 것을 특징으로 하는 칩온 필름형 반도체 패키지.

청구항 10 

제1항에 있어서, 

상기 접착층의 두께는 10㎛ 내지 40㎛인 것을 특징으로 하는 칩온 필름형 반도체 패키지.

청구항 11 

제1항에 있어서, 

상기 방열층의 두께는 60㎛ 내지 140㎛인 것인, 칩온 필름형 반도체 패키지.

청구항 12 

제1항에 있어서, 

상기 칩은 드라이버 집적회로칩(driver IC chip)인 것을 특징으로 하는 것인, 칩온필름형 반도체 패키지.

청구항 13 

제1항에 있어서, 

상기 필름은 폴리이미드인 것인, 칩온 필름형 반도체 패키지. 

청구항 14 

제1항에 있어서 

상기  그라파이트 재료층은 그라파이트 고분자가 서로 교차 결합된 폴리머 체인 구조인 것을 특징으로 하는

것인, 칩온 필름형 반도체 패키지

명 세 서

공개특허 10-2012-0122266

- 3 -



기 술 분 야

본 발명은 반도체 패키지에 관한 것으로서, 특히 칩이 필름상에 부착된 칩온필름형(Chip On Film) 반도체 패키[0001]

지에 관한 것이다.

배 경 기 술

액정표시장치(Liquid Crystal Display; LCD) 등의 디스플레이장치(Display device)가 시장 영역을 확대하기 위[0002]

해 저가화, 대형화 및 고성능화를 추진함에 따라 작은 영역 안에 갈수록 더 많은 픽셀들이 자리잡아야 한다. 이

러한 상황 때문에 디스플레이장치 내에서 개개의 픽셀들을 제어하는 드라이버집적회로(Driver IC)의 리드 피치

가 점점 미세화 되어감에 따라 패키징 방법도 다양하게 개발되어 왔다.

디스플레이장치  분야에서  주로  사용되는  패키징  방법은,  TCP(Tape  Carrier  Package),  칩온글래스(Chip  On[0003]

Glass; COG), 칩온필름(Chip On Film; COF) 등이 있다. 이러한 방법들은 Wireless 공법이라 볼 수 있다. 미세

피치화에 따른 공정가 저감 및 수율 향상을 도모하기 위해 1990년대 말부터 칩온필름(COF) 기술이 패키지 시장

에서 차지하는 비율이 점차 증가하게 되었다. 

칩온필름(COF)  기술은 통신기기의 경박단소화 추세와 함께 디스플레이 드라이버집적회로(Driver  IC)에서 이에[0004]

대응하기 위해 개발된 새로운 형태의 패키지이다. 칩온필름(COF) 기술에서는 고해상도를 갖는 디스플레이 장치

를 실현하기 위하여, TV 및 모니터의 구동 주파수가 60Hz에서 120Hz로 증가하면서 드라이버집적회로의 구동 부

하가 상승하였고, 이로 인하여 집적회로의 발열 문제가 심각하게 대두되고 있다.

이와 같은 발열 문제를 해결하기 위한 방법이 특허등록번호 10-0771890호(출원인: 삼성전자)에 의해 출원된 바[0005]

있다.

도 1은 종래기술에 따른 칩온필름형 반도체 패키지를 도시한 도면이다.[0006]

도 1을 참조하면, 칩온필름형 반도체 패키지는 유연성을 갖는 필름(101) 상에 디스플레이용 구동칩인 드라이버[0007]

집적회로칩(Driver IC Chip, 103)이 접착층(미도시)에 의해 부착되어 있다. 필름(101) 상에는 복수개의 리드들

(102)이 서로 분리되도록 배치되며, 리드들(102)의 내부 끝단들이 중앙에 집중되도록 배치된다.

끝단의  일부가  노출된  리드(102)들의  상부면상에는  드라이버집적회로(103)이  부착되며,  드라이버집적회로칩[0008]

(103)이 부착된 주변에는 언더필층(107)이 매립되어 드라이버집적회로칩(103)을 필름(101) 상에 안정적으로 고

정한다. 도면부호 106은 범프를 나타낸다.

한편, 필름(101)의 하부면 상에는 방열 시트(104)가 접착층(미도시)에 의해 부착된다. 방열 시트(104)는 드라이[0009]

버집적회로칩(103)의 동작에 의해 발생되는 열이 언더필층(107) 및 리드(102)를 통하여 하측 방향으로 전달된

후 외측으로 방열하기 위한 것으로서, 알루미늄 등의 금속류로 구성할 수 있다. 

위와 같이, 종래기술의 금속류로 이루어진 방열층(104)은 200㎛정도로 두껍게 형성되며 특히 금속류의 방열층의[0010]

경우 별도로 절연테이프(105)를 사용하여야 하기 때문에 두께를 감소시키기 어려운 문제점이 있었다. 또한, 상

기 금속류를 이용한 방열층(104)은 두께가 두꺼워지면 필름(101) 상의 리드 깨짐(Lead broken)과 같은 손상이

발생하는 문제가 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 상기한 종래기술에 따른 문제점을 해결하기 위해 제안된 것으로서, 드라이버 집적 회로칩의 높은 방[0011]

열효과를 얻을 수 있고 리드깨짐을 방지할 수 있는 그라파이트 재료층을 포함하는 방열층이 구비된 칩온필름형

반도체 패키지를 제공하는데 그 목적이 있다.

과제의 해결 수단
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본원 발명은 상기의 문제점을 해결하기 위해 필름; 상기 필름의 일면부에 형성된 복수개의 리드; 상기 리드들의[0012]

끝단 상에 접착되는 칩; 상기 칩과 리드들 사이의 공간을 매립하는 언더필층; 및 상기 필름의 이면부에 부착된

방열층; 를 포함하는 칩온필름형 반도체 패키지를 제공한다. 상기 방열층은 그라파이트 재료층, 상기 재료층이

외부로 노출출되지 않도록 그라파이트 재료층의 일측면에 형성되는 보호층 및 방열층을 상기 필름의 이면부에

부착시키는 역할을 하는 접착층을 포함한다. 

상기 그라파이트 재료층은 그라파이트 필름을 포함하며, 여기에서 상기 그라파이트 필름은 고분자 필름 또는 탄[0013]

소화된 고분자 필름 또는 고분자 필름 및 탄소화된 고분자 필름을 그라파이트화하여 얻어질 수 있다.

여기에서, 상기 고분자 필름은 폴리이미드일 수 있다.[0014]

또한, 상기 그라파이트 플름은 그라파이트 박막이 여러 겹 적층된 다층 구조인 것이다. 또한, 상기 그라파이트[0015]

필름은 상기 그라파이트 박막이 100 내지 300 층이 적층되어 있는 다층 구조인 것이다.

상기 칩온 필름형 반도체 패키지에서 상기 그라파이트 재료층의 두께는 20㎛ 내지 60㎛인 것이다. 상기 보호층[0016]

은 절연성이 있는 것이다. 

상기 보호층은 폴리에틸렌테레프탈레이트, 폴리부틸렌 테레프탈레이트, 폴리트리메틸렌테레프탈레이트, 폴리사[0017]

이클로헥실렌 테레프탈레이트 및 폴리에틸렌 나프탈레이트으로 이루어진 그룹에서 선택되는 하나 이상을 포함하

는 것이다.

상기 보호층의 두께는 10㎛ 내지 40㎛인 것이다. 상기 접착층의 두께는 10㎛ 내지 40㎛인 것이다. 상기 방열층[0018]

의 두께는 60㎛ 내지 140㎛인 것이다.

상기 칩은 드라이버 집적회로칩(driver IC chip)인 것을 특징으로 하는 것이다. 상기 필름은 폴리이미드인 것이[0019]

다.

또한, 그파라이트 재료층의 그라파이트는 고분자 구조가 서로 교차 결합(cross-link)된 폴리머 체인 구조인 것[0020]

이다. 

발명의 효과

본원 발명의 칩온필름형 반도체 패키지는 그라파이트를 방열층에 적용하여 금속재질의 방열층에 비해 방열층의[0021]

두께가 얇으면서도 방열효율이 높은 장점이 있다. 또한, 상기 그라파이트는 인장력(Tensile force)이 뛰어나기

때문에 상기 그라파이트가 적용된 방열층을 구비한 본원 발명의 칩온필름형 반도체 패키지는 기존의 금속재질의

방열층을 적용할 수 없는 인장성 및 플렉서블 형태의 제품군에 보다 폭 넓게 적용이 가능하다. 마지막으로 본원

발명의 반도체 패키지에 사용된 방열층은 드라이버 집적 회로칩과 필름간의 온도갭(Temperature Gap)을 완충하

는 스프레드(Spread) 효과가 있으며 온도변화에 따른 필름의 수축팽창을 억제하는 역할을 하여 리드 깨짐을 감

소시키는 효과가 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래기술에 따른 칩온필름형 반도체 패키지를 도시한 도면이다.[0022]

도 2는 본원 발명의 일 실시예에 따른 칩온필름형 반도체 패키지를 도시한 도면이다.

도 3은 그라파이트 시트의 단면을 나타낸 SEM 사진이다.

도 4는 본원 발명의 일 실시예에 따른 방열층의 확대도이다. 

도 5는 본원 발명의 일 실시형태에 따른 최상부 금속 패드(top metal pad)가 사용된 칩온 필름형 반도체 패키지

를 도시한 것으로 도 2의 원 부분을 확대하여 도시한 것이다. 

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명의 기술적 사상을 용이하게 실시할 수[0023]

있을 정도로 본 발명의 가장 바람직한 실시예를 나타내는 첨부 도면을 참조하여 설명한다. 
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도 2는 본원 발명의 일 실시형태에 따른 칩온필름형(COF TYPE) 반도체 패키지를 간략하게 도시한 도면이다. [0024]

도 2를 참조하면, 상기 칩온필름형(COF TYPE) 반도체 패키지는 필름(201), 상기 필름의 일측면상에 형성된 복수[0025]

개의 리드(202), 디스플레이 구동용 드라이버 집적회로칩(203), 상기 리드(202)와 집적회로칩(203)을 접속시키

는 범프(205), 상기 필름(201)의 이측면상에 부착된 방열층(204)을 포함한다. 여기서 드라이버 집적회로(IC) 는

TFT-LCD, STN-LCD, FLCD, Ch-LCD 또는 LED, PDP(Plasma Display Panel, 플라즈마 디스플레이 패널), 유기 EL

(유기전계발광 디스플레이) 을 포함할 수 있다. 그리고 드라이버집적회로가 포함된 칩이 부착될 수 있다.

먼저, 필름(201)은 드라이버 집적회로를 형성하기 위해 제공되는 것으로 절연층(미도시)을 포함한다. 상기 필름[0026]

(201)은 바람직하게는 유연성을 갖는 폴리이미드(Polyimide, PI)를 재료로 한다. 상기 리드(202)는 구리(Cu)를

재료로 한다. 상기 필름(201)과 상기 리드는(202)는 예를 들어 PI 필름에 구리(Cu)를 도금한 2층 구조로 형성되

는데 이 구조는 높은 유연성과 파인 피치(fine pitch)에 적합하다. 상기 필름(201)상에 형성된 Cu 리드(202)는

드라이버 칩의 전기적 특성을 외부 출력 장치인 판넬에 전달하기 위한 역할을 수행한다. 상기 필름(201)은 10

㎛ 내지 60㎛ 두께로 형성되며, 상기 Cu 리드(202)는 3 ㎛ 내지 20 ㎛ 두께로 형성된다. Cu 리드를 보호하기 위

하여 솔더 레지스트(solder resist)(207)를 증착할 수 있다. 솔더 레지스트(207)가 없으면 Cu 가 외부 공기 중

에 그대로 노출되기 때문에 산화되어 저항이 증가하게 된다. 그리고 솔더 레지스트(207)로 보호할 수 없는 영역

인 Cu 표면에는 Sn(주석, Tin) 이 코팅된다.

상기 리드(202)와 드라이버 집적회로칩(203)은 범프(205)를 통해 접속된다. 상기 범프(205)는 Au 또는 Cu 또는[0027]

Ni, 또는 이들 중 두 개의 조합으로 된 재료로 이루어진다. 

도 5를 참조하면, 드라이버 집적회로칩(203)과 범프(205)를 연결하기 위해서 드라이버 집적회로(203)과 연결된[0028]

최상부 금속 패드(top metal pad)(223)를 사용한다. 최상부 금속 패드(223)가 본딩 패드(boding pad)가 된다.

최상부 금속 패드(223) 하부에 드라이버 IC 기능을 하는 반도체 소자가 형성되어 있으며 드라이버 IC 와 최상부

금속 패드(223) 사이에 최상부 비아(top via)(225)가 형성될 수 있다. 드라이버 IC 기능을 하는 반도체 소자는

패드 하부에 또는 패드 측면에 형성될 수 있다. 패드 하부에 형성되는 경우 전체 칩의 면적을 줄일 수 있는 효

과가 있다.  

상기 장치 최상부 금속 패드(device  Top  metal  pad)(223)는 보호막으로 사용되는 패시배이션층(passivation[0029]

layer)(221) 사이에 노출되어 있다. 칩 내부로 수분이 침투되는 것을 막기 위해서 보호막이 필요하다. 여기서

패시배이션 층(221)은 실리콘 질화막(silicon nitride) 또는 실리콘 산화막(silicon oxide) 또는 이들의 조합

을 포함하여 이루어진다. 최상부 금속 패드(223)로 Al 금속 또는 Cu 금속, Al-Cu 합금 중에서 하나를 선택해서

사용할 수 있다.　Al 금속을 사용할 경우, Al 금속의 하부에 배리어 금속(barrier metal)(224) 및 상부에 반사

방지코팅층(Anti-reflective coating layer; ARC layer)(222)을 사용할 수 있는데, Ti, TiN, TiW 등을 사용할

수  있다.  예를  들어  Ti/Al/TiN,  Ti/TiN/Al/TiN,  Ti/TiN/Al/Ti/TiN,  TiN/Al/TiN,  Ti/Al/TiW  또는

Ti/TiN/Al/TiW 등의 조합 중에서 선택하여 사용할 수 있다.　이 중에서 Ti/Al/TiN 또는 Ti/TiN/Al/TiN 구조가

균열 방지 및 방열에 더 효과적이어서 이 구조를 사용할 수 있다. 본 발명에서는 바람직하게는 Ti/TiN/Al/TiN

를 사용한다. 

상기 범프(205)와 상기 금속 패드(223) 사이의 접착력을 좋게 하기 위해 범프를 형성하기 전에, 언더 범프 금속[0030]

피복(under bump metallization; UBM)(220) 층을 형성한다. UBM(220) 층은 TiW 과 Au 로 이루어질 수 있다. 바

람직하게는 TiW 막위에 Au 시드층을 추가로 형성한다. Au 는 Au 범프의 시드층 역할을 한다. Cu 범프를 할 경우

Cu 시드층을 형성할 수 있다. TiW과 Au 시드층은 스퍼터링 방식으로 증착될 수 있다.

도 5에서 확인할 수 있듯이, Al 패드와 접촉하는 범프 사이에 있는 반사방지코팅층(222)으로 사용되는 TiN은 제[0031]
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거하고 그 위에 TiW/Au를 증착한다. TiN이 남아 있으면 접착력을 떨어뜨릴 수 있기 때문에 제거한다. 패시배이

션 층(221)의 개방(open)은 TiN을 제거하면 된다. 패시배이션 층(221) 아래에 있는 반사방지코팅층(222) 층인

TiN 은 남아있게 된다. 

그리고 실리콘 기판(228)위에 형성되어 있는 드라이버 집적회로(203)와 최상부 금속 패드(223)과 전기적으로 연[0032]

결 하기 위하여 언더 금속(226), 접속 플러그(227) 를 추가로 형성할 수 있다. 드라이버 집적회로(203)에는 웰

(well,  미도시),  게이트  절연막(미도시),  게이트(미도시),  소오스  및  드레인(미도시),  얇은  트렌치  분리막

(shallow trench isolation, STI)과 깊은 트렌치 분리막(Deep trench isolation, DTI) 등의 필드산화막이 형성

될 수 있다.   

추후에 형성될 그라파이트 재료층에 의한 방열효과를 극대화하기 위해 범프 구조 및 UBM 에 사용되는 물질이 중[0033]

요하다. 본 발명에서는 Al 패드면에 형성되는 TiW/Au 시드층/Au 범프 구조 또는 TiW/Cu 시드층/Cu 범프 또는

TiW/Au 시드층/Cu q범프 또는 TiW/Cu 시드층/Au 범프 구조가 방열효과를 극대화하기 위해 적합한 물질이다. 특

히 범프 및 언더 범프 금속 피복 물질로 사용되는 Au 또는 Cu 물질은 열전도율이 좋기 때문에 그라파이트 재료

층이 구비되는 경우 드라이버칩에 발생한 열에 대해 더 높은 방열 효과를 얻을 수 있다. 

본 발명에서 드라이버 집적회로의 방열효과를 극대화하기 위해 Ti/TiN/Al/TiW/Au 범프/Polyimide/그라파이트 방[0034]

열층 또는 Ti/TiN/Al/TiW/Cu 범프/Polyimide/그라파이트 방열층 을 사용할 수 있다. 

다시 도 2를 참조하면, 상기 리드(202)들의 상부면 상에는 드라이버 집적회로칩(203)이 부착되며, 드라이버 집[0035]

적회로칩(203)이 부착된 주변에는 언더필층(206)이 매립되어 드라이버 집적회로칩(203)을 필름(201)상에 안정적

으로 고정한다. 즉, 언더필층(206)은 드라이버 집적회로칩(203)과 리드(202)들 사이의 공간을 매립한다. 언더필

층(206)은 예를 들어 액상수지(Liquid resin) 등이 사용될 수 있다.

상기 필름(201)의 하부면상에는 방열층(204)이 접착층(204c)으로 매개로 하여 부착된다. [0036]

상기 방열층(204)은 드라이버 집적회로칩(203)의 동작에 의해 발생되는 열이 언더필층(206) 및 리드(202)를 통[0037]

하여 하측 방향으로 전달된 후 외측으로 방열하기 위한 것이다. 

본원 발명의 상기 방열층(204)은 그라파이트 재료층(204a), 보호층(204b) 및 접착층(204c)을 포함한다.[0038]

상기 그라파이트 재료층(204a)은 재료로써 그라파이트를 포함한다. 상기 그라파이트는 흑연의 원료인 코크를 일[0039]

정 두께 이하의 가루로 분쇄하는 과정, 분쇄한 코크스를 결합제를 첨가하는 과정, 성형하는 과정, 성형한 후에

약 1,000℃의 열을 가해 “탄소화” 하여 카본블럭을 형성하는 과정, 상기 탄소화된 카본블럭을 3,000℃까지 가

열하여 크기 및 부피를 감소시켜 얻을 수 있다. 

또는 그라파이트 필름은 고분자 필름 및 또는 탄소화된 고분자 필름을 원료로 사용하여 제조할 수 있다. 이 방[0040]

법은 고분자 필름을 600℃ 내지 1,800℃ 온도로 탄소화한 후 약 2,000℃ 내지 3,000℃ 온도에서 그라파이트화

하는 과정을 포함한다. 그라파이트화 과정을 통해 불순물이 제거되고 순수한 탄소 성분만 남게 된다. 상기 고분

자 필름으로는 레이온계, 피치계(pitch), 폴리아크릴로니트릴계(polyacrylonitrile PAN), 폴리이미드계(PI), 폴

리 아미드(polyamide,PA), 폴리비닐리덴 클로라이드계, 폴리퍼플로알코올계 또는 폐놀계 섬유, 또는 이들 중 둘

이상의 것일 수 있다. 바람직하게는 상기 고분자 필름은 폴리이미드계 고분자 필름를 사용한다. 폴리이미드 필

름은 원하는 원료 모노머(monomer)를 선택하여 다양한 구조 및 특성을 갖는 필름을 얻을 수 있는 장점이 있다. 
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그래서, 도 3을 참조하면, 탄소화된 고분자 필름을 원료로 사용해서 얻어진 그라파이트는 고분자 구조가 서로[0041]

교차 결합(cross-link)된 폴리머 체인 구조를 갖는다. 또는 상기 그라파이트 필름은 미세한 그라파이트 박막이

수십층 내지 수백층이 겹쳐져 있는 다층 구조일 수 있다. 바람직하게는 상기 그라파이트 필름은 그파라이트 박

막이 100 내지 300 층이 겹쳐져 이루어질 수 있다(도 3 및 도 4). 겹쳐진 효과로 말미암아 필름의 유연성 또는

탄성이 형성될 수 있다. 

상기 그라파이트 재료층(204a)의 두께는 열저감 효율을 극대화하기 위해 20㎛ 내지 60㎛인 것이다. 바람직하게[0042]

는 25㎛ 내지 40㎛인 것이다.

도 3은 탄소화된 고분자 필름을 사용해서 얻어진 그라파이트 필름의 단면을 나타낸 SEM 사진으로 상기 필름의[0043]

단면은 여러 개의 미세한 그라파이트 박막이 층층이 겹쳐진 모양을 하고 있다. 상기 박막들의 면은 평평하지 않

고 굴곡이 있다. 따라서, SEM 사진에서 확인할 수 있듯이 그라파이트 박막과 박막 사이에 사이에 빈 공간 있을

수 있으며 이것은 그라파이트 필름에 유연성을 부여하게 된다. 또한 그라파이트 박막들은 필름(201)에 대해 수

평  방향으로  적층되므로  LCD  드라이법  칩에서  발생한  열을  수평  또는  평면  방향(horizontal  or  planar

direction)으로 빠르게 열을 확산시켜서 열을 분산시킬 수 있는 특성이 있다. 또한, 탄소화된 고분자 필름을 원

료로 사용했기 때문에 폴리머 체인이 수평 및 수직 방향으로 서로 교차 결합되어 있기 때문에 고분자 고유 특성

인 일정한 탄성도 갖게 된다. 

상기 방열층(204)은 보호층(204b)을 포함한다. 상기 보호층(204b)은 절연층의 역할과 그라파이트 재료층(204c)[0044]

이 외부로 노출되지 않도록 보호하는 역할을 한다. 상세하게는 그라파이트 재료층(204a)에 스크래치(Scratch)

및/또는 이물질(particle)이 생기지 않도록 한다. 만일 보호층이 없으면 그라파이트 재료층이 외부로 노출되어

여기에 스크래치가 발생하고 그라파이트로 구성된 전도성 입자가 반도체 소자 (LCD driver chip) 또는 기판에

부착될 수 있다. 이 경우, 단락 (short) 등의 문제를 일으킬 수 있다. 그러므로 그라파이트 재료층(204a) 위에

절연 효과 및 스크래치 방지, 전도성 물질의 이물 발생 방지 및 방열 효과를 극대화하기 위해 보호층(204b)을

형성하는 것이 바람직하다.

상기 보호층(204b)은 절연층의 역할을 수행할 수 있도록 절연성이 있는 폴리에스테르계 수지를 포함하는 것이[0045]

바람직하다.  상기  폴리에스트르계  수지로는   폴리에틸렌  테레프탈레이트(PET),  폴리부틸렌  테레프탈레이트

(PBT),  폴리트리메틸렌테레프탈레이트(PTET),  폴리사이클로헥실렌 테레프탈레이트(PCHT) 및 폴리에틸렌 나프탈

레이트(PEN)와 같은 것들이 포함되지만, 이에 한정되는 것은 아니다.

상기 보호층(204b)의 절연 효과 및 스크래치 방지, 전도성 물질의 이물 발생 방지 및 방열 효과를 극대화하기[0046]

위해 상기 보호층(204b)의 두께는 10㎛ 내지 40 ㎛ 두께로 하며 바람직하게는 30㎛로 한다. 만일 10㎛ 미만이거

나 40㎛를 초과하면 상기 그라파이트 재료층(204a)의 우수한 열 전도성 발휘를 막을 수 있으며 그라파이트 재료

층(204a)의 점착성 및 장기 신뢰성 측면에서도 문제가 생길 수 있다.

상기 접착층(204c)은 감압 접착제(PSA, Pressure sensitive adhesive)를 사용하는 것이 바람직하다. 상기 접착[0047]

제는 전도성 입자가 포함된 접착제일 수 있다. 바람직하게는 상기 접착제는 아크릴계 접착제 또는 폴리이미드

(polyimide), 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET), 양면 테이프 등을 사용할 수 있다. 본원 발명에 따른 전체 방열

효과를 극대화 및 접착성을 좋게 하기 위하여 접착층(204c)의 두께는 10㎛ 내지 40㎛으로 할 수 있다. 접착층

(204c)의 두께가 상기 범위 내에 존재하는 경우, 또한 열전도성이 우수한 측면이 있다. 바람직하게는 20㎛이하,

더욱 바람직하게는 15㎛이하로 한다. 상기 접착층(204c)이 10㎛미만으로 형성되거나 또는 40㎛을 초과하는 경우

에는 방열층(204)의 점착성 및 장기 신뢰성 측면에서 문제가 생길 수 있다. 

본원 발명의 일 실시형태에 따르면 방열층(204)은 그라파이트 재료층/폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)/접착층[0048]
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또는 그라파이트 재료층/폴리에틸렌 나프탈레이트(PEN)/접착층으로 구성될 수 있다. 상기와 같이 구성된 방열층

(204)은, 전도성 및 열저감 효율이 높은 그라파이트 재료층(204a)에 의한 방열효과와 PET 또는 PEN의 보호층

(204b)에 의한 전도성 물질의 이물 발생 방지 및 보호 효과가 합쳐져서 종래의 방열층보다 뛰어난 열전도도, 방

열 효과 및 신뢰도를 갖는다.

본원 발명에 따른 방열층(204)은 약 60㎛ 내지 140㎛, 바람직하게는 65㎛ 내지 80㎛의 두께를 갖는 것이다. 방[0049]

열층(204)을 금속류로 구성할 경우에는 소망하는 방열효과를 얻기 위해서는 방열층(204)의 두께가 약 200㎛ 이

상 되어야 한다. 그러나 본원 발명의 방열층(204)은 그라파이트를 기반으로 하는 그라파이트 재료층(204b)를 포

함하기 때문에 방열층(204)의 두께가 약 40㎛ 내지 140㎛으로서 금속 재료를 기반으로 하는 방열층보다 얇다.

그러나 열저감 효율이 뛰어난 방열효과를 갖는다. 

또한, 그라파이트 재료층(204b)에 포함되는 그라파이트 필름은 그라파이트 미세 박막 사이의 층간 여유 공간에[0050]

의해 방열층(204)의 유연성이 높다. 이에 따라 라미네이팅 장비에 별도 개조 등 변경없이 롤(Roll) 형태로 공급

할 수 있다. 즉, 릴투릴(Reel to reel)로 라미네이터 작업을 행함으로써 방열층(204)을 필름상에 용이하게 부착

할 수 있다. 

또한, 그라파이트 재료층(204b)을 포함하는 방열층(204)은 인장력(Tensile force)이 뛰어나 금속류의 방열층에[0051]

서 구현되지 않는 인장성 및 플렉서블 형태의 제품군에 보다 폭 넓게 적용이 가능하다. 

예컨대, 차량용 전장부품, LED, 형광램프 등의 방열 목적으로 사용이 가능하고, 드라이버 집적회로칩, 온도제어[0052]

기, 중앙처리장치, 메모리, 기타 전자제품의 박막형태에 의해 히트싱크 장착을 할 수 없는 제품에 적용할 수 있

다. 또한, 플렉서블 타입의 인쇄회로기판(Flexible PCB)에 절연성이 필요한 방열층으로 사용할 수 있고, 드라이

버집적회로칩과  각종  반도체제품군  및  히트블록(Heat  block)등의  히트싱크  (Heat  sink)  대용으로  적용

가능하다.

또한 미세 박막형태의 그라파이트가 여러 장 겹친 그라파이트 방열층은 소수성을 갖고 있기 때문에 물의 흡수가[0053]

거의 없다고 볼 수 있다. 또한 본원 발명은 그라파이트 재료층(204a), 보호층(204b) 및 접착층(204c)이 일렬로

배치된 것을 특징으로 한다.  제조  방법의 용이성 측면에서 일렬로 배치하는 것이 바람직하다.  또는 보호층

(204b)과 접착층(204c)의 양끝이 그라파이트 재료층(204a)의 길이보다 충분히 길게 하면서 서로 만나도록 하고

그 안쪽에 그라파이트 재료층(204a)을 배치할 수 있다(도 6 참조). 즉 그라파이트 재료층(204a) 끝단을 보호층

(204b)과 접착층(204c)이 감싸고 있는 것이다. 그것은 그라파이트 재료층이 바깥쪽으로 노출되지 않기 위해서이

다. 또는 그라파이트 재료층(204a)의 끝단의 적어도 일부분만 보호층(204b)과 접착층(204c)으로 피복하거나 감

싸게 할 수 있다. 이렇게 함으로써 그라파이트 재료층(204a)이 외부 충격에 의해 박리 또는 들뜸 또는 탈착되는

현상을 줄일 수 있다. 또한 본원 발명에 따른 방열층(204)은 사각형 또는 각 모서리가 라운딩 된 사각형 형상으

로 할 수 있다.

[실시예][0054]

각각 알루미늄 재질의 방열층이 구비된 반도체 패키지(비교예)와 그라파이트 재료층이 포함된 방열층이 구비된[0055]

반도체 패키지(실시예 1 및 2)를 제작한 후 열전도율 및 열저감효율을 측정하였으며 아래 [표 1]에 정리하였다.

여기서 초기 온도 및 최종온도는 필름(201) 위에서 측정한 온도이다. 즉 폴리이미드 상에서 온도 변화를 측정하

는 것이다. 여기서 열 저감효율은 초기 온도를 기준으로 초기 온도에서 최종온도 차이에 대한 변화율을 말한다. 
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표 1

[0056] 비교예 실시예 1 실시예 2

방열층 재질 알루미늄 그라파이트 그라파이트

접착층/재료층/보호층의  두께
(㎛)

50/120/30 10/25/30 10/40/30

총 두께(㎛) 200 65 80

열전도율(W/mk) 4.5 5.0 5.1

열저감효율(%) 24 34 38

상기 [표 1]에서 확인할 수 있는 바와 같이 실시예 1 및 2는 비교예에 비해 방열층의 두께가 얇으면서도 열전도[0057]

율 및 열저감효율이 우수한 것을 확인할 수 있었다. 방열층의 두께를 25㎛ 에서 40㎛로 했을 때 열저감 효율이

34% 에서 38% 로 증대되었다. 그래서 상기 그라파이트 재료층/보호층으로 구성된 방열층을 구성할 수 있다. 2

가지 층을 사용함으로써 전도성 및 열저감 효율이 높은 그라파이트 재료층에 의한 방열효과와, 보호층을 사용함

으로 전도성 물질의 이물 발생 방지 및 보호 효과가 합쳐져서 종래의 방열층보다 얇지만 높은 방열 효과를 얻었

다.

이와 더불어 본 발명의 방열층은 알루미늄재질의 방열층보다 유연성이 우수하여 적용 분야가 매우 폭넓다.[0058]

본 발명의 기술 사상은 상기 바람직한 실시예에 따라 구체적으로 기술되었으나, 상기한 실시예는 그 설명을 위[0059]

한 것이며 그 제한을 위한 것이 아님을 주의하여야 한다. 또한, 본 발명의 기술 분야의 통상의 전문가라면 본

발명의 기술 사상의 범위 내에서 다양한 실시예가 가능함을 이해할 수 있을 것이다.

부호의 설명

도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명[0060]

201 : 필름 202 : 리드

203 : 드라이버집적회로칩   204 : 방열층

204a: 그라파이트 재료층 204b: 보호층

204c: 접착층 205 : 범프

206 : 언더필층 207 : 솔더 레지스트

220: 언더 범프 금속 피복(under bump metallization; UBM)

221:  패시배이션 층

222:  반사방지코팅층(Anti-reflective coating layer; ARC layer)

223: 최상부 금속 패드(top metal pad)

224: 배리어 금속 225: 최상부 비아

226: 언더 금속

227: 접속 플러그

228: 실리콘 기판
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도면

도면1

도면2

도면3

도면4
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